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OPampのパッケージング 



Opamp data sheet 

1st 2nd differential 



Opamp data sheet 



反転増幅回路と遮断周波数 

G =200 fT =30kHz G =50 fT =90kHz 

G =10 fT =300kHz G =2 fT =2MHz 



OPamp回路の発振 

発振の種 

位相 ゲイン 



トランジスタの発見・発明 

最初の点接触トランジスタ 

(1947年12月． 論文は 
1948年6月) 

John Bardeen William Shockley Walter Brattain 



動作原理 

cf. 太陽電池：光照射による少数キャリア注入 

少数キャリア注入 

拡散伝導 → 大部分コレクタに吸収される 

≊ ≃ ∽ ≨  ≆ ≅ ≊ ≂ 



BJTの線形近似 
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(小文字： 
小振幅線形近似を表す) 



BJTのバイアス回路 

エミッタ接地増幅回路 バイアス回路を見る時 
 
キャパシタはすべて切れている 

+𝑉 



BTJの小振幅線形回路 

エミッタ接地増幅回路 

小振幅回路を見る時 
 
キャパシタはすべてショート 



エミッタ接地増幅回路 



3.5 電場効果トランジスタ 
(field effect transistor, FET) 

Junction FET (JFET) 



MESFET, MOSFET 



JFET静特性 



過渡応答 



過渡応答２ 
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